Przekazniki
1. Cele

Glownym celem tego eksperymentu jest zapoznanie si¢ z podstawowa wiedzg na temat
parametréw przekaznikow i obwodow sterujacych przekaznikami.

2. Komponenty i oprzyrzagdowanie.

Do pomiaru parametrow przekaznikéw wykorzystywane beda nastepujace urzadzenia:
e Zasilanie (12 V),

Generator fali prostokatne;,

2-kanatowy oscyloskop,

Mierzone przekazniki (R15, RM3, Reed itp.),

Ptytka drukowana z obwodami sterujagcymi przekaznikéw (Rys.1, Rys.2).

Pl

s 1
1 +Cl
N f]‘“ /Q3 = Lo |_—‘ 2
. 1 100u = supply 12V
é = KSI\"P = :]00“
\ \\ J Tack of QI RS
. 2k6
PN BGQ3 Q33 b
\ . _| MOSFET-P CDQ3
5 D3
1 DI RED
IN4001 | SR
TO-220
L2
P2 A NS L
A ‘ H O
3 4 2 Q
1-2-3 T 2 @
B--C-E D5 coil
G--D--S [ R2 Header 3X2 36\/ = contacts
sk
N
30V foves
BGQ2
INPUT BGQI

J @ =

MOSFET-N

generator —

GND_|
_::.

Rys.1 . Schemat badanego obwodu. Tranzystory Q1, Q2 i Q3 moga by¢ typu BJT
lub MOSFET.



Ptytka PCB jest uniwersalnym uktadem mozliwym do skonstruowania jednego z obwodow
sterujacych pokazanych na Rys.3. Kazdy z tranzystorow moze by¢ BJT lub MOSFET, a
nieuzywany tranzystor mozna zastapi¢ zworka. Wybierajac jedng ze zworek P3 mozna
wybrac¢ r6zne maksymalne napigcie na cewce podczas wytaczania przekaznika. Napigcia te
wynoszg 0,7V (zworka 5-6), 30V (3-4), 60V (5-6) 1 90V (brak zworki).

Dioda D3 pokazuje, czy biegun (styk) przekaznika jest wlaczony czy wytaczony.
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Rys.3 . 8 mozliwych badanych obwodow.




3. Przygotowanie.

Szacowany czas przygotowania do zaje¢ wynosi od 2 do 6 godzin.

Zastanow sie, jak przy uzyciu PCB z rys. 1 1 2 mozna zbudowa¢ kazdy z obwodoéw
sterujacych z rys. 3.

Jako tranzystory Q1: BC527, 2N2222, BS170 moga by¢ uzyte, jako Q2 - IRFL540, BD 1 jako
Q3 - IRF9530, BD644

Odpowiedz na problemy (rozdzial 3.2) w formie pisemnej w swoim notatniku.

3.1. Materiaty
[1] Materialy do wyktadu ("Actuators").

[2] Karty katalogowe tranzystorow BJT i MOSFET uzywanych jako Q1, Q2 1 Q3.
[3] Arkusze danych przekaznikow

3.2. Pytania kontrolne

1. Jaki jest czas opOznienia wiaczenia i wytgczenia uktadu cyfrowego?

2. Jaka jest definicja czasu opadania i narastania sygnatu?

3. Dlaczego musimy uzywac zabezpieczonej diody rownolegle do cewki przekaznika?

4. Co sig stanie, gdy uzyjemy dodatkowej diody Zenera w obwodzie cewki? W jaki
sposoOb czas wlaczenia przekaznika zalezy od napigcia zabezpieczanej diody?

5. Co to jest prad/napigcie wlaczenia i wylaczenia przekaznika? Jak mierzy¢ te prady
(sugerowane ustawienia pomiarowe)?

6. Analizujac obwod z Rys. 1, obwody sterujace obcigzeniem 12V (przekaznik, silnik,
zaréwka; tranzystor sterujacy - NPN, PNP, MOSFET-N, MOSFET-P), ktére moga
by¢ uruchamiane z mikrokontrolera zasilanego napigciem 2V?

7. Co to jest napiecie progowe tranzystora MOSFET? Co to jest w przypadku BJT 1
Darlington BJT?

8. Jak rozszyfrowac skroty opisujace styki (na przyktad SPDT, DPST itp.).

4. Tresc¢ raportu

Wszystkie pomiary nalezy wykona¢ dla co jednego lun kilku typow przekaznikoéw i réznych typow
obwodow (od A do H - rys. 3).

1. Korzystajac z sugerowanego obwodu (pytanie 5) zmierzy¢ prady wiaczenia i
wylaczenia oraz napi¢cia przekaznika. Za pomocg multimetru zmierzy¢ rezystancje
cewki. Wynik umie$¢ w tabeli 1.

2. Usung¢ tranzystory Q2 i Q3, ustawi¢ generator na fale prostokatng o czestotliwosci
okoto 10kHz, amplitudzie 9-10V (Q1=BTJ) i 10-15V (Q1=MOSFET) "2 amplitudy
(niski poziom 0V). Za pomocg oscyloskopu obserwuj napigcia bazy/bramki (BGQ1) i
kolektora/drenu (CDQ1) oraz ustal czas opdznienia wiaczenia i wytaczenia, a takze
napigcia progowe tranzystora Q1. Umies¢ wyniki w tabeli 2 1 zapisz odpowiednie
zrzuty ekranu - dodaj komentarz dotyczacy ksztattow fal.



Gdy tranzystory Q1 i Q2/0Q3 sq roznych typow napiecia progowe oraz czasy
opoZnienia mozna zmierZy¢ na nich jednoczesnie bez ich usuwania; dla Q2 na
zlgczach BGQ2-CDQ?2, dla Q3 na zlgczach BGQ3-CDQ3).
3. Ustawic¢ generator na 1do 2Hz i amplitude¢ jak w poprzednim punkcie. Zastosuj Q2
(lub Q3) i odpowiednig zworke w miejscu nieuzywanego tranzystora. Ustali¢ czasy
opoOznienia wigczenia 1 wylgczenia od wejscia (INPUT) do: bazy/bramki Q1 (BGQ1),
kolektora/drenu Q1 (CDQ1), kolektora/drenu Q2 (CDQ2) lub Q3 (CDQ3), stykow
przekaznika (SR). Zaobserwuj i ustal czas odbicia stykow przekaznika. Zbierz wyniki
w tabeli 3. Zapisz zrzuty ekranu odpowiadajace sygnalowi na stykach przekaznika.
Dodaj komentarz dotyczacy opoznienia wiaczenia i wylaczenia w réznych punktach
obwodu.
4. Dla jednego z obwoddéw testowych i1 przekaznika elektromechanicznego ustal czas
wylaczenia przekaznika dla r6znych napi¢¢ diody od diody zaciskowej. Umie$¢ wynik
w tabeli 4 1 zapisz odpowiednie zrzuty ekranu. Odpowiedz, dlaczego czas wytaczenia
zalezy od napigcia na cewce.

5. Dodatek - wzoér tabel

Typ przekaznika

Rcoil[Q]

Ion[A]

Uon[V]

Toff[A]

Uoff[V]

R15/12V

RM-83/12V

RM96/12V

Przekaznik
kontaktronowy/12V

Przekaznik
potprzewodnikowy

Tabela. 1. Prady wiaczenia i wytaczenia oraz napiecia przekaznikow.

Typ tranzystora

Uth[V]

Ton [s]

Odpowiedni
zrzut ekranu

Toff[s]

Odpowiedni
zrzut ekranu

NPN=

MOSFET kanat _......

Tabela. 2. Czasy wiaczenia i wylaczenia tranzystora npn i MOSFET (Q1 lub Q2).

Przekaznik/obwdd

Opdznienie do

Opdznienie do

Opdznienie do

Opdznienie styku

bazy (bramki) kolektora (drenu) kolektora (dren) przekaznika (w tym Czas odbicia [s]
Q1 [s] 1[s] Q2 lub Q3 [s] odbicia) [s]
on off on off on off on off on off Nr

ekranu.

Tabela. 3. Op6znienia wlaczenia i wylaczenia obwodu sterujacego.

Przekaznik/obwdd

Napiecie diody [V]

Czas opdznienia
wytaczenia [s]

Odpowiedni numer
zrzutu ekranu

0.7

30.7

60.7

90.7

Tabela. 40po6znienia wytaczenia dla réznych napiec¢ diod zabezpieczajacych.




